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POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITE] LUDOWE]
OPIS PATENTOWY -

Nr 42516
o L Instytut Chemii Ogélhei‘)
- » . ‘Warszawa, Polska

Sposéb otrzymywania czystego siarczanu glinowego
Patent dodatkowy do patentu nr 35742
Patent trwa od dnia 30 maja 1958 r.

W patencie nr 35742 opisano spos6b otrzy-
mywania czystego siarczanu glinowego z roz-
tworu technicznego siarczanu glinowego, za-
nieczyszczonego siarczanami zelaza i innych me-
tali oraz spos6b wykrystalizowania czystego
* siarczanu glinu z takich roztworéw.

Spos6b ten polega na zaszczepianiu nasycone-
go roztworu siarczanu glinowego krysztalami
tego zwigzku i na pewolnym zwigkszaniu prze-
sycenia przez stopniowe wprowadzanie do tak
otrzymanej zawiesiny stezonego kwasu siar-
kowego, przy réwnoczesnym mieszaniu i chlo-

dzeniu cieczy. Wadg opisanej metody jest brak .

-cigglo$ci pracy wskutek periodycznego wyko-
nywania operacji krystalizacji. o
Okazalo sig, Ze mozna prowadzié krystaliza-
cje siarczanu glinowego sposobem cigglym we-
dlug patentu nr 35742 w znanych urzadzeniach.

*) Wiladciciel patentu o$wiadczyl, ze tworca
wynalazku jest prof. dr Stanistaw Bretsznajder.

W tym celu nalezy stosowaé zaszczepianie
krysztalami siarczanu glinowego mieszaniny
krystalizujgcej, znajdujacej sie we wlotowej
czesci aparatury do ciaglej krystalizacji dopro-
wadzajgc tam powoli stale (osobno lub zmie-
szane z sobg) roztwory technicznego siarczanu
glinowego i kwasu siarkowego, mieszajac za-
warto§é krystalizatora i stopniowo obnizajge
temperature mieszaniny krystalizujgcej w mia-
r¢ jej posuwania sie w kierunku wylotu kry-
stalizatora.

Zaszczepienie roztworu w czeSci wlotowej
mozna osiggnaé, na przyklad zawracajac czesé
opuszczajacej krystalizator mieszaniny lugu po-
krystalicznego z zawiesing krysztaléw z powro-
tem do czeSci wlotowej krystalizatora. Mozna
réwniez do krystalizatora wprowadzié¢ przy roz-
poczynaniu procesu pewng ilo§é krysztatow
siarczanu glinowego, a nastepnie tak utrzymy-
waé warunki przesycania, aby w cieczy wytrg-
calo sie tyle krysztaléw siarczanu glinowego,



ile ich' zestaje odprowadzone ‘x przeplywajgcym

strumieniem do dalszej cze§ci aparatury.

W obu przypadkach tak prowadzi sie proces,
aby stezenie krysztaléw siarczanu glinowego
w czeSei wlotowej krystalizatora cigglego bylo
state.

Krysztaly te sluzg jako szczepionka i proces
krystalizacji w opisanych warunkach przebie-
ga zgodnie z wymaganiami sformulowanymi
w patencie nr 35742. i
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b otrzymywania czystego siarczanu gli-
nowego wedlug patentu nr 35742 znamienny
tym, ze proces krystalizacji siarczanu glinowe-
go prowadzi sie w sposéb ciagly, doprowadza-
jge roztwory technicznego siarczanu glinowego
i kwasu siarkowego do czeSci wlotowej urzadze-
mia do cigglej krystalizacji, w ktorej utrzymuje
sie stale stezenie krysztaléw siarczanu glino-

wego.
Instytut Chemii Ogélnej
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